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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のバンクを有し、かつオートリフレッシュモードおよびセルフリフレッシュモード
を含む複数の動作モードのうちの１つを実行するように構成されている揮発性メモリと、
　前記揮発性メモリに、前記複数の動作モードのうちの１つを実行することを命令するよ
うに構成されているメモリコントローラと、
　を備えるメモリシステムであって、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記セルフリフレッシュモードを実行す
るように命令すると、前記メモリコントローラはさらにエントリバンクアドレスを前記揮
発性メモリに提供するように構成されており、前記エントリバンクアドレスは前記セルフ
リフレッシュモード時にリフレッシュされる最初のバンクに対応しており、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
さらに終了バンクアドレスを前記メモリコントローラで使用可能にするように構成されて
おり、前記終了バンクアドレスは、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを
終了する前にリフレッシュされた最後のバンクに対応しており、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記オートリフレッシュモードを実行す
ることを命令すると、前記メモリコントローラはさらに特定のバンクのスケジュールされ
たリフレッシュの前に複数のバンクのうちの前記特定のバンクをリフレッシュするように
構成されている、メモリシステム。
【請求項２】
　前記メモリコントローラはさらに、前記メモリコントローラが前記終了バンクアドレス
を受信した後に、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前にリフ
レッシュされた最後のバンクに続くバンクをリフレッシュするオートリフレッシュコマン
ドを前記揮発性メモリに発行するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
さらに、終了行アドレスを前記メモリコントローラで使用可能にするように構成されてお
り、前記終了行アドレスは、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了す
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る前にリフレッシュされた最後の行に対応している、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記揮発性メモリは、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）または同期型
ＤＲＡＭのうちの一方である、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　エントリバンクアドレスラッチと、終了バンクアドレスラッチと複数のバンクとを有す
る揮発性メモリと、
　オートリフレッシュモードおよびセルフリフレッシュモードを含む複数の動作モードの
うちの１つを実行することを前記揮発性メモリに命令するように構成されているメモリコ
ントローラと、
　を備えるメモリシステムであって、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記セルフリフレッシュモードを実行す
るように命令すると、前記メモリコントローラはさらに、エントリバンクアドレスを前記
エントリバンクアドレスラッチにロードするように構成されており、前記エントリバンク
アドレスは前記セルフリフレッシュモード時にリフレッシュされる最初のバンクに対応し
ており、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
さらに、終了バンクアドレスを前記終了バンクアドレスラッチにロードするように構成さ
れており、前記終了バンクアドレスは、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモー
ドを終了する前にリフレッシュされた最後のバンクに対応しており、前記終了バンクアド
レスラッチは前記メモリコントローラにアクセス可能であり、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記オートリフレッシュモードを実行す
ることを命令すると、前記メモリコントローラはさらに特定のバンクのスケジュールされ
たリフレッシュの前に複数のバンクのうちの前記特定のバンクをリフレッシュするように
構成されている、メモリシステム。
【請求項６】
　前記メモリコントローラはさらに、前記メモリコントローラが前記終了バンクアドレス
ラッチから前記終了バンクアドレスを検索した後に、前記揮発性メモリが前記セルフリフ
レッシュモードを終了する前にリフレッシュされた最後のバンクに続くバンクをリフレッ
シュするオートリフレッシュコマンドを前記揮発性メモリに発行するように構成されてい
る、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記揮発性メモリはさらに終了行アドレスラッチを含んでおり、前記終了行アドレスラ
ッチは前記メモリコントローラにアクセス可能であり、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
さらに、終了行アドレスを前記終了行アドレスラッチにロードするように構成されており
、前記終了行アドレスは、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する
前にリフレッシュされた最後の行に対応している、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記揮発性メモリはダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）または同期型Ｄ
ＲＡＭのうちの一方である、請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　複数のバンクと、エントリバンクアドレスを記憶するための第１の記憶手段と、終了バ
ンクアドレスを記憶するための第２の手段とを有する揮発性メモリと、
　オートリフレッシュモードおよびセルフリフレッシュモードを含む複数の動作モードの
うちの１つを実行することを前記揮発性メモリに命令するように構成されているメモリコ
ントローラと、
　を備えるメモリシステムであって、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記セルフリフレッシュモードを実行す
るように命令すると、前記メモリコントローラはさらに前記エントリバンクアドレスを前
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記第１の記憶手段にロードするように構成されており、前記エントリバンクアドレスは、
前記セルフリフレッシュモード時にリフレッシュされる最初のバンクに対応しており、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
さらに前記終了バンクアドレスを前記第２の記憶手段にロードするように構成されており
、前記終了バンクアドレスは、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了
する前にリフレッシュされた最後のバンクに対応しており、前記第２の記憶手段は前記メ
モリコントローラにアクセス可能であり、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記オートリフレッシュモードを実行す
ることを命令すると、前記メモリコントローラはさらに特定のバンクのスケジュールされ
たリフレッシュの前に複数のバンクのうちの前記特定のバンクをリフレッシュするように
構成されている、メモリシステム。
【請求項１０】
　前記メモリコントローラはさらに、前記メモリコントローラが前記終了バンクアドレス
を前記第２の記憶手段から検索した後に、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモ
ードを終了する前にリフレッシュされた最後のバンクに続くバンクをリフレッシュするオ
ートリフレッシュコマンドを前記揮発性メモリに発行するように構成されている、請求項
９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記揮発性メモリはさらに、終了行アドレスを記憶するための第３の記憶手段を含んで
おり、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する際に、前記揮発セメモリ
はさらに前記終了行アドレスを前記第３の記憶手段にロードするように構成されており、
前記終了行アドレスは、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前
にリフレッシュされた最後の行に対応しており、前記第３の記憶手段は前記メモリコント
ローラにアクセス可能である、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記揮発性メモリはダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）または同期型Ｄ
ＲＡＭのうちの一方である、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　複数のバンクと、エントリバンクアドレスラッチと、終了バンクアドレスラッチと、リ
フレッシュクロックと、リフレッシュカウンタとを有する揮発性メモリであって、前記リ
フレッシュカウンタはさらに行アドレスカウンタおよび行インクリメントカウンタを有し
ており、前記リフレッシュクロックは前記リフレッシュカウンタおよび前記エントリバン
クアドレスラッチをコントロールするように構成されており、前記行インクリメントカウ
ンタは前記行アドレスカウンタをインクリメントするように構成されている揮発性メモリ
と、
　前記揮発性メモリをコントロールしてオートリフレッシュモードまたはセルフリフレッ
シュモードを実行するように構成されているメモリコントローラであって、ターゲットバ
ンクのバンクアドレスを前記エントリバンクアドレスラッチにロードするようにさらに構
成されているメモリコントローラと、
　を備えるメモリシステムであって、
　前記メモリコントローラはさらに、前記揮発性メモリに前記オートリフレッシュモード
を実行してオートリフレッシュ動作を前記ターゲットバンクに実行することを命令するよ
うに構成されており、
　前記行インクリメントカウンタは、オートリフレッシュ動作が実行されるたびにインク
リメントされるように構成されており、
　前記行インクリメントカウンタはさらに、特定数のオートリフレッシュ動作が実行され
た後に前記行アドレスカウンタをインクリメントするように構成されており、
　前記行アドレスカウンタは、前記ターゲットバンクの行を前記オートリフレッシュ動作
のために識別するのに使用可能な行アドレスを含んでおり、
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　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードになると、前記揮発性メモリはさら
に、前記エントリバンクアドレスラッチに記憶されている前記バンクアドレスと前記リフ
レッシュカウンタに記憶されている内容とを使用して１つ以上のセルフリフレッシュ動作
を実行するように構成されており、
　前記揮発性メモリはさらに、各セルフリフレッシュ動作後に必要に応じて前記エントリ
バンクアドレスラッチおよび前記リフレッシュカウンタをインクリメントするように構成
されており、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
、前記エントリバンクアドレスラッチの値を前記終了バンクアドレスラッチにロードする
ように構成されており、前記終了バンクアドレスラッチの前記ロードされた値は、前記揮
発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前にリフレッシュされた最後のバ
ンクに対応し、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記オートリフレッシュモードを実行す
ることを命令すると、前記メモリコントローラはさらに特定のバンクのスケジュールされ
たリフレッシュの前に複数のバンクのうちの前記特定のバンクをリフレッシュするように
構成されている、メモリシステム。
【請求項１４】
　前記終了バンクアドレスラッチは前記メモリコントローラにアクセス可能であり、
　前記メモリコントローラはさらに、前記メモリコントローラが前記終了バンクアドレス
ラッチに記憶されている値を検索した後に、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュ
モードを終了する前にリフレッシュされた最後のバンクに続くバンクをリフレッシュする
オートリフレッシュコマンドを前記揮発性メモリに発行するように構成されている、請求
項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
さらに、前記行インクリメントカウンタをリセットしないように構成されている、請求項
１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記メモリコントロ
ーラはさらに、平均リフレッシュ期間内に追加リフレッシュを発行しないように構成され
ている、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記揮発性メモリはさらに終了行アドレスラッチを含んでおり、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了すると、前記揮発性メモリは
前記行アドレスカウンタの値を前記終了行アドレスラッチにロードするように構成されて
おり、前記終了行アドレスラッチの前記ロードされた値は、前記揮発性メモリが前記セル
フリフレッシュモードを終了する前にリフレッシュされた最後の行に対応している、請求
項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記揮発性メモリはダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）または同期型Ｄ
ＲＡＭのうちの一方である、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　エントリバンクアドレスラッチと、終了バンクアドレスラッチと、複数のバンクと、複
数のリフレッシュ行カウンタとを有する揮発性メモリであって、各リフレッシュ行カウン
タは対応するバンクと関連しており、かつターゲット行アドレスを記憶するように構成さ
れている揮発性メモリと、
　前記揮発性メモリにオートリフレッシュモードを実行することを命令するように構成さ
れており、さらに、ターゲットバンクアドレスを前記エントリバンクアドレスラッチにロ
ードするように構成されているメモリコントローラと、
　を備えるメモリシステムであって、
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　前記揮発性メモリは前記オートリフレッシュモードでオートリフレッシュ動作を実行す
るように構成されており、前記オートリフレッシュ動作は、前記ターゲットバンクと関連
した前記リフレッシュ行カウンタに記憶されている前記ターゲット行アドレスを使用して
前記ターゲットバンクアドレスによって識別されたターゲットバンクに実行され、
　前記メモリコントローラはさらに、前記揮発性メモリにセルフリフレッシュモードを実
行することを命令するように構成されており、
　前記揮発性メモリはさらに、特定のターゲットバンクアドレスを生成するために前記エ
ントリバンクアドレスラッチをインクリメントすることにより、前記セルフリフレッシュ
モードで前記複数のバンクを巡回するように構成されており、
　各セルフリフレッシュ動作時に、前記揮発性メモリはさらに、関連リフレッシュ行カウ
ンタに記憶されている前記ターゲット行アドレスに基づいて前記特定のターゲットバンク
アドレスによって識別される前記バンクをリフレッシュするように構成されており、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する際に、前記揮発性メモリ
はさらに、前記エントリバンクアドレスラッチに記憶されている特定の値を前記終了バン
クアドレスラッチにロードするように構成されており、前記終了バンクアドレスラッチの
前記ロードされた値は、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前
にリフレッシュされた最後のバンクに対応し、
　前記メモリコントローラが前記揮発性メモリに前記オートリフレッシュモードを実行す
ることを命令すると、前記メモリコントローラはさらに特定のバンクのスケジュールされ
たリフレッシュの前に複数のバンクのうちの前記特定のバンクをリフレッシュするように
構成されている、メモリシステム。
【請求項２０】
　前記終了バンクアドレスラッチは前記メモリコントローラにアクセス可能であり、
　前記メモリコントローラはさらに、前記メモリコントローラが前記終了バンクアドレス
ラッチに記憶されている前記ロードされた値を検索した後に、前記揮発性メモリが前記セ
ルフリフレッシュモードを終了する前にリフレッシュされた最後のバンクに続くバンクを
リフレッシュするオートリフレッシュコマンドを前記揮発性メモリに発行するように構成
されている、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記揮発性メモリはさらに、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードになる
前に拡張リフレッシュを実行しないように構成されている、請求項１９に記載のシステム
。
【請求項２２】
　前記揮発性メモリはさらに終了行アドレスラッチを含んでおり、前記終了行アドレスラ
ッチは前記メモリコントローラにアクセス可能であり、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する際に、前記揮発性メモリ
はさらに、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前にリフレッシ
ュされた最後のバンクと関連した前記リフレッシュ行カウンタに記憶されている特定の値
を前記終了行アドレスラッチにロードするように構成されている、請求項１９に記載のシ
ステム。
【請求項２３】
　前記揮発性メモリはダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）または同期型Ｄ
ＲＡＭのうちの一方である、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２４】
　複数のバンクを有する揮発性メモリのメモリリフレッシュを制御する方法であって、
　エントリバンクアドレスを前記揮発性メモリに送ることと、
　前記揮発性メモリに、セルフリフレッシュモードを実行して、前記エントリバンクアド
レスに基づいて１つ以上のセルフリフレッシュ動作を実行するように命令することであっ
て、前記エントリバンクアドレスは、前記１つ以上のセルフリフレッシュ動作が開始する
ターゲットバンクに対応していることと、
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　前記揮発性メモリに、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する際
に終了バンクアドレスを使用可能にするように命令することであって、前記終了バンクア
ドレスは、前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前にリフレッシ
ュされた最後のバンクに対応していることと、
　特定のバンクのスケジュールされたリフレッシュの前に複数のバンクのうちの前記特定
のバンクをリフレッシュするために、前記揮発性メモリにオートリフレッシュモードを命
令することとを備える方法。
【請求項２５】
　オートリフレッシュモードを実行して、前記終了バンクアドレスによって識別された前
記バンクに続くバンクにオートリフレッシュ動作を実行することを前記揮発性メモリに命
令することをさらに備える、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する際に前記揮発性メモリに
終了行アドレスを使用可能にするように命令することであって、前記終了行アドレスは、
前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前にリフレッシュされた最
後の行に対応している、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　エントリバンクアドレスラッチと、終了バンクアドレスラッチと複数のバンクとを有す
る揮発性メモリのメモリリフレッシュを制御する方法であって、
　エントリバンクアドレスを前記エントリバンクアドレスラッチにロードすることと、
　前記揮発性メモリに、前記エントリバンクアドレスを前記エントリバンクアドレスラッ
チから検索するように命令することと、
　前記揮発性メモリに、セルフリフレッシュモードを実行して、前記エントリバンクアド
レスに基づいて１つ以上のセルフリフレッシュ動作を実行するように命令することと、前
記エントリバンクアドレスは、前記１つ以上のセルフリフレッシュ動作が開始するターゲ
ットバンクに対応し、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する際に終了バンクアドレス
を前記終了バンクアドレスラッチに記憶することと、前記終了バンクアドレスは、前記揮
発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前にリフレッシュされた最後のバ
ンクに対応し、
　　特定のバンクのスケジュールされたリフレッシュの前に複数のバンクのうちの前記特
定のバンクをリフレッシュするために、前記揮発性メモリにオートリフレッシュモードを
命令することとを備える方法。
【請求項２８】
　前記終了バンクアドレスを前記終了バンクアドレスラッチから検索することと、
　前記揮発性メモリに、オートリフレッシュモードを実行して、前記終了バンクアドレス
によって識別された前記バンクに続くバンクにオートリフレッシュ動作を実行するように
命令することとをさらに備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記揮発性メモリはさらに終了行アドレスラッチを含んでおり、前記方法はさらに、
　前記揮発性メモリが前記セルフリフレッシュモードを終了する際に終了行アドレスを前
記終了行アドレスラッチに記憶することであって、前記終了行アドレスは、前記揮発性メ
モリが前記セルフリフレッシュモードを終了する前にリフレッシュされた最後の行に対応
していることを備える、請求項２７に記載の方法。
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